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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МИШЕНЕЙ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ С ЭЛЕКТРОННОЙ НАКАЧКОЙ

Дальнейшее усовершенствование полупроводниковых лазеров о 
электронной накачкой [1, 3], используемых в проекционных устрой­
ствах отображения информации на большой экран, зависит от разра­
ботки мишеней с улучшенными параметрами и формирования мощных, 
малого сечения электронных пучков. Для изучения этих вопросов 
спроектирована и изготовлена электронно-лучевая установка (см.



рисунок). Основой установки является электронно-лучевая разбор­
ная трубка, непрерывно откачиваемая ион но-геттер ным титановым 
насосом 8, который питается от источника 9. Электронный пучок 0,1 -f- 
~  1 мА формируется электронной пушкой 10, фокусируется магнит­
ной линзой 12 до диаметра 0  20 -f- 50 мкм и с помощью отклоняю­
щей системы L3 образует телевизионный растр на полупроводниковой 
лазерной мишени 5. Работа электронной пушки обеспечивается ис­

точниками накала 11, ускоряющего напряжения 12 (до 50'кВ) и сме­
щения на управляющем электроде пушки 13. Линзы — фокусирую­
щая L2, корректирующая L4 и динамической фокусировки L4 подклю­
чены к источникам питания 15, 14 и 7 соответственно. Токи кадро­
вой и строчной разверток питания отклоняющей системы L3 форми­
руются в блоке разверток телевизора 16. Измерение параметров элект­
ронного пучка в плоскости мишени производится с помощью анали­
затора электронного пучка 17 [4].

Лазерная полупроводниковая мишень для охлаждения прикреп­
лена к сапфировому диску 4, который в свою очередь имеет тепловой 
контакт с криостатом 6, заполняемым при работе жидким азотом. 
Оптическое излучение полупроводниковой мишени 5 через окно 3 и 
объектив 2 проецируется на экран 1.

На установке получена генерация оптического излучения на по­
лупроводниковых материалах GaAs, CdS, CdSSe, GaPAs, GaSb в ди­
апазоне длин волн от 0,5 до 1,5 мкм, при мощности излучения до 3 
Вт, КПД преобразования мощности накачки в световую энергию до 
10 %, температуре мишени Т =  77 К и пороге генерации по току 
50 -і- 150 мкА. На мишени из GaAs при температуре Т — 100 К мощ­
ность излучения достигала 1 Вт. Установка позволяет получать ла­
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зерные изображения программ телевизионного вещания; для этого 
видеосигнал от телевизора 16 через высоковольтную развязку 19 [2] 
и усилитель 18 подается на управляющий электрод электронной пуш­
ки.

Все источники питания и устройства установки, изображенные 
на рисунке в области, ограниченной пунктирной линией, находятся 
под потенциалом катода электронно-лучевой трубки, а лазерная по­
лупроводниковая мишень заземлена.
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